Verwendung: Germanium-pnp-Hochire-
quenztransistor flir Verstarker-, Mluh- und
Oszillatorstufen bei Umgebungstemperatu-

ren ¢a von ~40 °C bis 65 °C
Standard: TGL 200-8390
Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811
Maosse = 08 g
Zulassige Hachstwerte
fir 6 = 45°C
-Uceo = 15V le = 20mA
-Ueso = 10V -l = 5mA
-lc = 15mA # =75
fa = 65°C F
Kennwerte fir #a = 25°C —5 grd Wérmewiderstand Rin < 0,5 —yn/-
' Min Typ | Mox | MeBbedingungen
Resistréme
-lcso |  15pA| 10pA! U= BV
-lceo | 50 pA mph| -Uce =25 V
-Iceo 200 A | 600 pA | -Uce = 6V
-lces | | 25puA | -Uce= 6V
-leso | | 50 pA | 500 pA | -Ues = 15 V
Grenzfrequenz
fiets | 7 MHz (105 MHz| -Uce =6 V, -lc =1 mA, f =3 MHz
RauschmaB
F | 11d8 |20dB | -Uce=6V, -lc =05 mA :
| | Rg =1k, { =2 MHz, 4f =10 kHz
Vierpelwerte in
Emitterschaltung
gt1e 0,7 mS’ 33 ms
Cite ’ 110 pF 250 pF
g12e 2 uS
Ci2e ?pF‘ 14 pF| -Uce=6V, -lc=05 mA, f=2 MHz
| y21e | 10 mS 16 mS |
g22e 30 pS 250 uS
c22e . 29 pF ‘ 35 pF '
h21e 20 | 110 . -Uce=86V, -lc=2 mA, f=1 kHz

Transistor GF 105 - TGL 200-8390



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéingigkeit 16
vom BasisabschluBwiderstand 1 5 % =25°C
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